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(54)发明名称

一种波导空间功率合成器

(57)摘要

本发明涉及一种波导空间功率合成器，该功

率合成器在矩形波导内，由空间波导合成器和E

面双探针组合。本发明的突出特点是利用波导内

空间合成技术在更小的尺寸内实现多路功率合

成结构，具有很高的集成度。本发明主要用于微

波毫米波频段的功率分配及合成。
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1.一种波导空间功率合成器，其特征在于：所述合成器包括4个波导内空间合成结构和

8个微带探针，所述波导内空间合成结构包括一根矩形波导和三个插片，1#插片设于波导的

正中间，实现等幅功率合成，在1#插片和波导外壁的正中间，通过加入2#插片和3#插片，实

现4路功率合成，在每一个波导支路中再通过E面插入2个微带探针结构实现2路合成，共计

实现8路功率合成结构；

微带探针采用软基材或硬基材制成，单根微带探针由三段微带传输线组成，微带探针

的介质基板厚度和介质常数决定了第一级微带传输线、第二级微带传输线和第三级微带传

输线的宽度，其中第三级微带传输线的特征阻抗为50欧姆。
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一种波导空间功率合成器

技术领域

[0001] 本发明是一种波导空间功率合成器，属于微波毫米波频段的功率分配及合成技术

领域。

背景技术

[0002] 功率合成器是在固态功放设计中常用的一种器件。单个固态半导体功率器件往往

输出功率能力有限，通过功率合成技术可以获得更高的输出功率。波导合成器是一种最常

见的功率合成方式，其最大的优势是合成损耗小，其缺点是随着合成路数的增加，合成器的

尺寸随之显著增加。面向微波组件小型化的发展趋势，传统波导合成器已经不能满足技术

发展的要求。

发明内容

[0003] 本发明提出的是一种波导空间合成器，与现有的波导合成技术相比，该合成器直

接在波导内实现了多路合成，不需要过渡结构，在保留了传统波导合成器损耗小的优点的

同时，满足合成器小型化的发展趋势。

[0004] 本发明的技术解决方案：一种波导空间功率合成器，其所述合成器包括2n个波导

内空间合成结构和2n+1个微带探针组成，所述波导内空间合成结构包括一根矩形波导和

2n‑1个插片，第一级1个插片设于波导的正中间，实现等幅功率合成的两根波导，后续在每

个波导内皆通过一个插片实现两根波导，共计实现2n路功率合成，在每一个波导支路中再

通过E面插入2个微带探针结构实现2路合成，共计实现2n+1路功率合成结构。

[0005] 所述的微带探针采用软基材或硬基材制成，探针端口阻抗为50欧姆。

[0006] 所述的微带探针由三段微带传输线组成，根据微带探针的介质基板厚度和介质常

数，通过电磁仿真软件优化计算达到最小的插入损耗，以获得第一级微带传输线101、第二

级微带传输线102和第三级微带传输线103的宽度，其中第三级微带传输线103的特征阻抗

为50欧姆。

[0007] 本发明的有益效果：

[0008] （1）直接在波导内实现了多路合成，不需要过渡结构，在保留了传统波导合成器损

耗小的优点的同时，满足合成器小型化的发展趋势。

[0009] （2）采用的结构较为简单，可以采用最普通的工艺实现该合成器的加工制作。

附图说明

[0010] 图1是本发明三维结构的示意图；

[0011] 图2是本发明的内部示意图；

[0012] 图3是本发明的微带探针示意图；

[0013] 图4是本发明及实施例的驻波系数曲线图；

[0014] 图5是本发明及实施例的插入损耗曲线图。
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[0015] 图中1‑4是波导内空间合成结构、5‑12是E面双探针、21和22是第两级合成后的波

导传输段。

具体实施方式

[0016] 结合了在波导内通过2级金属插片实现4路功率合成，在每一个波导支路中再通过

E面插入双探针结构实现2路合成，共计实现8路功率合成结构。

[0017] 波导内共计3个金属插片，将波导分为4个等宽的波导。其中插片处于波导的正中

间，实现等幅功率合成，在插片和波导外壁的正中间，通过加入两插片，再次实现二合一的

结构。通过调节插片的位置以获得最佳的性能。共计在波导内实现4路功率合成。

[0018] 微带探针（5‑12）采用软基材或硬基材制成，单根微带探针由三段微带传输线组

成，微带探针的介质基板厚度和介质常数决定了第一级微带传输线101、第二级微带传输线

102和第三级微带传输线103的宽度，其中第三级微带传输线103的特征阻抗为50欧姆。

[0019] 下面结合附图对本发明技术方案进一步说明

[0020] 如附图1‑2所示，一种波导空间功率合成器，所述合成器包括4个波导内空间合成

结构和8个微带探针组成，所述波导内空间合成结构包括一根矩形波导和三个插片，1#插片

设于波导的正中间，实现等幅功率合成，在1#插片和波导外壁的正中间，通过加入2#插片和

3#插片，实现4路功率合成，在每一个波导支路中再通过E面插入2个微带探针结构实现2路

合成，共计实现8路功率合成结构。

[0021] 如附图3所示，微带探针（5‑12）采用软基材或硬基材制成，单根微带探针由三段微

带传输线组成，微带探针的介质基板厚度和介质常数决定了第一级微带传输线101、第二级

微带传输线102和第三级微带传输线103的宽度，其中第三级微带传输线103的特征阻抗为

50欧姆。

[0022] 本实施例是X波段8路功率合成器，功率频率范围为8.5～10.5GHz。波导公共端1采

用标准波导WR90。金属插片厚度为1mm。每一个支路波导末端插入两个微带探针，探针采用

0.6mm厚的陶瓷制作；该8路功率合成器的公共端驻波系数如图4所示，优于1.25；插入损耗

如图5所示，优于0.2dB，展现了较好的微波特性；因此，该发明适用于微波固态功率合成中，

尤其适用于小型化大功率固态功率放大器应用领域。
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图 1

图 2

图 3
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图 4

图 5
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